
LTEC Corporation 
Your most experienced partner in 
IP protection

株式会社エルテック Phone: 072-787- 7385  e-mail: contact@ltec.biz
664-0845 兵庫県伊丹市東有岡４丁目４２－８ HP: https://www.ltec-biz.com/

東芝デバイス＆ストレージ SiC MOSFET「TW070J120B」
構造解析、プロセス、デバイス特性解析レポート

概要
・本製品は、同社第2世代のSiC MOSFET（エンハンスメント型）
・産業機器向け電力機器（太陽光インバーター、AD、DCDCコンバーター等）用途の製品
・Vds=1200 V、Ron=70 mΩ、Idmax=36A(@ 25℃)、最大動作温度175℃

製品特長
・同社Si IGBT（1200V）と比較して、高耐圧、高速スイッチング、低ON抵抗のデバイス。
・順方向電圧が低いSBD（Schottky Barrier Diode）を内蔵したことで、電力損失を低減。
入力容量、ゲート入力電荷量、オン抵抗を低く、ゲートしきい値電圧を高く設定することで、
誤動作しにくくなっている。
・順方向電圧：VDSF = -1.35 V (標準)

・しきい値：Vth = 4.2 ～ 5.8 V (VDS = 10 V, ID = 20 mA)

解析のポイント
構造解析レポート
・SiC-MOSFETの平面レイアウトおよび、断面構造を明らかにしています。特に本製品の特徴である

SBD領域についての断面構造の解析とSBDメタルのEDX分析を行っています。

プロセス・デバイス特性解析レポート
・構造解析結果に基づき、 製造プロセスフローの推定、フォト/マスキングのプロセス工程数の見積、

N-エピ層(ドリフト層)のドーピング濃度分析、オン抵抗解析やブレークダウン電圧の解析を行っています。

・Schottkyダイオード特性の測定を行い、他社SiC MOSFET製品の内蔵Bodyダイオード特性と比較
しています。
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Fig. 4-2-1  デバイス温度をパラメータとしたオフ状態のIdss-Vds特性

Fig. 4-5-1  逆ドレイン電流（ショットキーダイオード）特性のゲート電圧(VGS)依存性


